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Исследования емкостных свойств .контактных структур позволяет по
лучить важную информацию об их свойствах [1, 2]. В случае резких р-п 
переходов наблюдается линейная зависимость квадрата обратной емкости 
от величины обратного смещения V:

где А -постоянный коэффициент, - высота потенциального барьера [1].
В данной работе проводилось исследование влияния внешних воздей

ствий, стимулирующих деградацию параметров светодиодов простейшей 
структуры на основе р-п переходов.

В качестве воздействия, приводящего к деградации свойств, использо
валось пропускание коротких импульсов тока в прямом направлении, си
ла которого в несколько раз превышала максимально допустимую вели
чину в стационарном режиме.

Измерения емкости проводились на частоте 1 МГц. Исследовались за
висимости емкости диодных структур от внешнего напряжения при об
ратных и прямых смещениях. Кроме этого, определялась интегральная 
излучаемая мощность.

Для исходных диодов хорошо выполнялась указанная выше зависи
мость барьерной емкости от обратного напряжения. После импульсной 
обработки интегральная световая мощность уменьшалась на 15 -  25%.

При этом характер зависимости барьерной емкости от обратного 
напряжения не изменялся, она по-прежнему хорошо описывалась приве
денной формулой. Однако значения параметров А и У̂  ̂изменялись.

Высота барьера У̂  несколько уменьшалась, в то время как величина 
коэффициента А в процессе импульсной обработки возрастала. Данные 
результаты можно объяснить образованием в процессе импульсной обра
ботки дефектов, компенсирующих основную легирующую примесь.
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